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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月9日(2014.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明導電酸化膜上へ薄膜電極を堆積させる方法であって、前記方法は、
　基板上へ前記透明導電酸化膜を堆積させることと、
　スパッタリングガスと、前記透明導電酸化膜に対するドナー材料またはアクセプタ材料
として作用する処理ガスとを含有する処理環境に、前記基板および前記透明導電酸化膜を
さらすことと、
　前記透明導電酸化膜の少なくとも部分上へ前記薄膜電極を堆積させることとを含み、
　前記透明導電酸化膜の少なくとも部分上へ前記薄膜電極を堆積させながら、前記透明導
電酸化膜に対する前記ドナー材料または前記アクセプタ材料として作用する前記処理ガス
の分圧を前記スパッタリングガスの圧力に対して変動させる、方法。
【請求項２】
　前記処理環境が、Ａｒ、Ｈ２、Ａｒ／Ｈ２、ＮＨ３、Ａｒ／ＮＨ３、およびこれらの任
意の組合せからなる群から選択されるガス組成物を含み、または前記処理環境が、Ａｒ、
Ｎ２、Ａｒ／Ｎ２、Ａｒ／Ｎ２Ｏ、およびこれらの任意の組合せからなる群から選択され
るガス組成物を含むか、または前記処理環境が、Ａｒ、Ｈ２、Ａｒ／Ｈ２、Ａｒ／Ｎ２Ｏ
、およびこれらの任意の組合せからなる群から選択されるガス組成物を含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
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　前記薄膜電極を堆積させる前に、前記透明導電酸化膜上へ前駆体層を堆積させることを
さらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記薄膜堆積処理中に少なくとも１つの堆積パラメータが制御され、前記少なくとも１
つの堆積パラメータが、スパッタリングカソードに印加される電力、スパッタリングガス
の圧力、堆積混合ガスの組成、基板温度、およびこれらの任意の組合せからなる群から選
択される、請求項１ないし３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記スパッタリングガスに対する前記ドナー材料または前記アクセプタ材料として作用
する前記処理ガスの流量比が、０．５％～６０％の範囲内で変動される、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記前駆体層が、Ｍｏ、Ｔｉ、ＭｏＴｉ、Ａｌ、Ｃｕ、およびこれらの任意の組合せか
らなる群から選択される金属をスパッタリングすることによって堆積される、請求項３に
記載の方法。
【請求項７】
　透明導電酸化膜上へ薄膜電極を堆積させるように適合された堆積装置であって、前記堆
積装置は、
　処理すべき基板を保持するように適合された基板キャリアと、
　前記基板上へ前記透明導電酸化膜をスパッタリングし、前記透明導電酸化膜の少なくと
も部分上へ少なくとも１つの薄膜電極をスパッタリングするように適合されたスパッタリ
ングデバイスと、
　ガスミキサを有し、スパッタリングガスおよびドナーガスまたはアクセプタガスの所望
のガス流を前記スパッタリングデバイス内へ提供し且つ前記基板および前記透明導電酸化
膜の処理環境の組成を制御するように適合されたガス流コントローラであって、前記処理
環境が前記スパッタリングガスおよび処理ガスを含有し、前記処理ガスが前記透明導電酸
化膜に対するドナー材料またはアクセプタ材料として作用する、ガス流コントローラとを
備え、
　前記ガス流コントローラが、前記透明導電酸化膜の少なくとも部分上へ前記薄膜電極を
堆積させながら、前記透明導電酸化膜に対する前記ドナー材料またはアクセプタ材料とし
て作用する前記処理ガスの分圧を前記スパッタリングガスの圧力に対して変動させるよう
にさらに適合される、堆積装置。
【請求項８】
　処理すべき前記基板を加熱するように適合された加熱デバイスをさらに備える、請求項
７に記載の堆積装置。
【請求項９】
　前記スパッタリングデバイスが、Ｍｏ、Ｔｉ、ＭｏＴｉ、Ａｌ、Ｃｕ、およびこれらの
任意の組合せからなる群から選択される金属をスパッタリングするように適合されたマグ
ネトロンスパッタリングユニットとして提供される、請求項７または８に記載の堆積装置
。
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